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В последнее время в мире широко исследуются различные высокодисперсные системы (пористый кремний, германий) с целью дальнейшего их использования в качестве материала анода литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) [1]. В докладе представлены результаты исследования морфологии наноструктурированных ионным облучением пленок германия. 
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Рис.1 СЭМ – изображение поверхности пластины Ge, имплантированной ионами кобальта дозой 4.8×1016 Co+/см2. Изображение получено под углом 700.
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